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１．概要（Summary） 

  中空構造 SOI(Silicon on Insulator)層の低温転写技

術を用い[1]、プラスチック基板上にて単結晶シリコン

CMOS 回路を実現するため、広島大学ナノデバイス・バ

イオ融合科学研究所の設備を用いてデバイスプロセスを

実施した。CMOS回路を作製するためには、基板上に n, 

p 型薄膜トランジスタ(TFT)を同時転写することが求めら

れるが、従来のプロセスでは中空構造状態で SOI層を支

える SiO2ピラーの形状が両 TFT 間で異なるため、同時

転写は不可能であった。ここでイオン注入を高いエネルギ

ー(130 keV)で行うことで両 TFTを支えるピラーを同一形

状に制御する事に成功し、本転写技術において初めて両

n, p型TFTの転写に成功した。これに加え、ポリエチレン

テレフタレート(PET)基板上にて単結晶シリコン CMOS

回路の作製及び動作を実証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

【実験方法】 

SOI基板[SOI層: p-type Si(100), 8-20 Ω∙cm]をドッ

グボーン形状にパターンニングした後(Fig. 1)、チャネル・

ソース・ドレイン領域にイオン注入を行い、不純物活性化

アニールを行うことで n, p型TFTの各領域形成を試みた。

次にイオン注入装置を用いて、両TFTに対しリンイオンを

1 × 1014 /cm2, 130 keVの高エネルギー条件で注入した。

その後BOX層(SiO2層)を 25%のHFにてエッチングし、

中空構造 SOI層を形成した。ここで中空構造 SOI層とは、

極細の SiO2ピラーで局所的に保持された SOI 層のこと

である。高エネルギーイオン注入の導入により、この中空

構造状態で n, p 型 TFT を支えるピラーを同一形状に制

御可能となった。その後、中空構造 SOI層と PET基板を

純水を介して対向密着させ、80oCのホットプレート上で15

分間加熱後、基板を分離することにより両 TFTを PET基

板上へ転写した。最後にコンタクトホール形成・Al 配線を

行い、PET基板上に単結晶シリコンCMOS回路を作製し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ピラー形状の制御のみに特化した高エネルギーイオン

注入を導入することで、両 TFTの同時転写に初めて成功

した(Fig.2)。また作製した n, p 型 TFT の電界効果移動

度はそれぞれ 529 cm2/Vs、191 cm2/Vsを示し、作製した

5 段 CMOS リングオシレータは Fig.3 に示すように 14.6 

MHｚの高速動作を実現した。 
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Fig. 2 Optical microscope 

image of n, p-type films on PET 
Fig. 3 High speed operation 

of 5-stage ring oscillator 


